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	چکیده:
     مقدمه رسیدن به کامپیوترهای پر سرعت ساخت ادوات سریعتر و با قابلیت اطمینان بیشتر در بدنه آنها است ولی قبل از مرحله ساخت عملی کمک گرفتن از نرم افزارهای شبیه سازی بسیار مفید خواهد بود .

 در این تحقیق به دنبال شبیه سازی پیوند فلز ونیمه رسانا هستیم که در ساخت واتصال هر مدار الکترونیکی بکار می رود . این شبیه سازی بوسیله نرم افزار ISE TCAD که قدرت تحلیل درابعاد میکرونی تا قطعات نسبتا بزرگ را دارد انجام شده است . در این تحقیق برانیم که با تعریف پرامترها ی وابسته به دوپینگ اثر تغییر ناخالصی بر مقاومت اتصالی را مورد بررسی قرار دهیم .
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دانشجوی گرامی:

1- پايان نامه شما بايد مطابق با فرمت جديد تهيه شده باشد. اطلاعات مربوط به اين فرمت را استاد پروژه خود بگيريد و يا به سايتhttp://ee.sharif.edu/~eeprojects     مراجعه کنيد.

2- برای اضافه شدن اطلاعات مربوط به پايان نامه شما به پايگاه داده پايان نامه های دانشکده برق ( که در سايت بالا قابل دسترسی است) لطفاً فايل WORD مربوط به چکيده را نيز تهيه کرده و همراه پايان نامه تحويل دهيد. اين فايل که نام آن شماره دانشجويی شما ميباشد بايد حاوی تمام اطلاعات موجود در جدول فوق به فارسی و انگليسی باشد.
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	Abstract: 

For having more fast device we should work on designing fast transistors but before of fabrication it is useful to try and error with simulating what you want.

In this research I simulated Metal-Semiconductor contact behavior - the base of any semiconductor device - with ISE TCAD a powerful simulating program devices on the scale of micron and bigger devices. I analyzed the effect of doping profile (Gaussian, Constant and Error function Profile) on contact resistance in different situation like different dopant (Boron, Phosphorus) and P+ or N+ doping. We can reach to some character with processing I-V device curve; we can realize its resistance.

Metal-Semiconductor contact has a wide variety of usage in computer product. So we need to have more precise analysis on this subject.




